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Materiais nanoestruturados com aplicacdo em tratamento ambiental tem atraido
interesse de pesquisadores. Nesse contexto, Oxido de tungsténio (WOs)
nanoestruturado destaca-se pelas propriedades estruturais manipulaveis,
possibilitando a obtencao de diferentes morfologias e fases cristalinas, que junto
as propriedades fotoeletroqwmlcas p033|bllltam aplicacdes como sensores de
gases e dispositivos eletrocrdmicos,!"! bem como fotocatalisadores, podendo atuar
na destruu;ao de poluentes orgéanicos na faixa de luz visivel de comprimento de
onda.”) Foram avaliadas as propriedades estruturais e eletroquimicas de filmes
finos de WO; obtidos pela técnica de evaporacdo térmica a 1100°C. Os
parametros avaliados foram: tipo de substrato para a deposi¢do (ITO ou silicio
recoberto com ouro), temperatura do substrato (Ts), e tempo de crescimento dos
filmes. A analise quimica, obtida por espectroscopia de fotoelétrons (XPS),
evidencia a presenga de tungsténio na matriz, através do sinal com energia
caracteristica de acoplamento W 4f;, e W 4f5, (Figura 1). Filmes finos contendo
esferas de aproximadamente 100 nm, observados através de microscopia
eletrbnica de varredura (MEV) para substratos Au/Si a Ts = 200 °C, coalescem
quando obtidos em maiores temperaturas, formando esferas de 300 a 700 nm
(Figura 2). Como préximas etapas, a caracterizagdo da estrutura cristalina sera
efetuada por difracdo de raios X (DRX), além da caracterizagao das propriedades

opticas dos filmes para submeté-lo a testes cataliticos.
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Figura 1. Espectro XPS W 4f para amostra de WOs
obtida em substrato ITO (Ts = 350 °C/90 min).

Figura 2. Micrografia da amostra de WOg3 obtida em
substrato Au/Si (Ts = 600 °C/60 min)
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